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Для построения оптимального по точности результатов 
на испытаний проводилось статистическое моделирование ступен­
чатого нагружения, В результате моделирования установлено 8 что 
‘число учитываемых при обработке ступеней должно быть не менее 
4, а соотношение максимального и минимального уровней нагруже­
ния учитываемых ступеней - не менее 2,5.

Программа обработки' результатов испытаний и статистичесдо 
го моделирования разработаны для ЭВМ ECI036.
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПОЛУПРОЮДНИКОБЫХ ЗУ 
С КОРРЕКЦИЕЙ ОЖНОЧНЫХ ОШИБОК

Надежность модулей полупроводниковой памяти определяет­
ся надежностью ее основных элементов -БИС ЗУ, составляющих 
примерно 70-80$ всех его элементов и имеющих самую большую 
интенсивность неисправностей (отказов и сбоев).

Предлагаемая аналитическая модель надежности БИС построе­
на о учетом структуры кристалла С точки зрения схемотехники 
ЗУ состоит из накопителя, схем выборки элементов памяти (ЭП), 
блоков ввода/вывода информации и др. В соответствии с этим 
кристалл делится на отдельные участки зоны), отказы в которых 
приводят к разным последствиям: отказам одиночных ЭП, строк, 
столбов накопителя и др. Размещение на кристалле средств кор­
рекции ошибок к увеличению площади 5 БИС на величину дЗ . 
Выделяются зоны кристалла, отказы в которых приводят только к 
корректируемым ошибкамй При Пуассоновском потоке отказов с ин­
тенсивностью принимается, что интенсивность отказов из­
быточного кристалла пропорционально увеличивается;

J* = (5 + д5)/§ = SX/S.

Принимается, что корректируемые ошибки появляются вслед­
ствие отказов в основном и дополнительном накопителях и в не­
которых дополнительных логических схемах. На основе выражения 
для условной вероятности появления в любой из строк накопите­
ля не более одного неисправного ЭП рассчитано время безотказ­
ной работы Ж ЗУ различной инфоршционной емкости и разной 
длины хранимых слов*
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